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【背景】非晶質 In–Ga–Zn–O(IGZO)は電界効果移動度≧10 cm2/Vs を示し薄膜トランジスタ(TFT)

応用が活発である。更なる高移動度化に向け我々は多結晶 In–Ga–O(IGO)1)に注目している。今回

水素添加 IGO:H の結晶性・電気特性制御を試み、多結晶 IGO:H の高移動度 TFT 応用を検討した。 

【実験方法】Ar/O2/H2 雰囲気での RF マグネトロンスパッタ法 2)にて酸素流量比 R(O2)=4%の条件

下で水素流量比 R(H2)を 0～9%で変化させ IGO および水素添加 IGO:H を成膜した。成膜後に熱処

理(300℃)を行い、X 線回折(GI-XRD)にて結晶性を、Hall 測定にて電気特性を評価した。また熱酸

化 SiO2/Si基板上に SiO2保護膜を有するボトムゲート型 IGO:H TFTを作製し伝達特性を評価した。 

【結果および考察】Fig. 1(a)に水素添加有無による IGO の XRD パターン(熱処理温度依存性)比較

を示す。水素未添加 IGO は as-depo 膜でも微小な結晶ピークが確認でき成膜中の結晶化が生じて

いる。一方、水素添加 IGO:H では 200℃熱処理後でも結晶ピークは観察されず、300℃熱処理で明

確な結晶ピークが得られている。Fig. 1(b)は 300℃熱処理 IGO および IGO:H 膜の Hall 移動度-キャ

リア濃度(µ-n)プロット比較である。IGO:H は IGO に比較して Hall 移動度の向上に加え、キャリア

濃度の制御範囲も 1017 cm-3 まで拡大しており TFT 応用に重要な結果が得られている。Fig.1(c)には

IGO:H TFT の伝達特性を示す。IGO TFT はスイッチング特性を示さなかった反面、IGO:H TFT は

R(H2)=9%で電界効果移動度 50.5 cm2/Vs、S 値 100 mV/dec.の優れた特性を示した。 

【参考文献】1) Ebata et al., Appl. Phys. Express 5 011102 (2012), 2) S G M. Aman et al., Appl. Phys. 

Express 11 081101 (2018)  
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Fig. 1 (a)GI-XRD pattern and (b)Hall mobility vs. carrier density of IGO and IGO:H films. (c) Transfer 

characteristics of bottom-gate IGO:H TFTs. 
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